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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に形成される導電性パッドと、
　前記導電性パッドに電気的に連結されるターミネーションポイントと、
　前記ターミネーションポイントの周囲に形成されるフェライト構造体と、を含み、
　前記ターミネーションポイントは、前記導電性パッドに再配線を介して連結されるバン
プ構造であり、
　前記バンプ構造と前記再配線との間に接触した状態で形成されるＵＢＭ層をさらに含み
、
　前記ターミネーションポイントの周囲に位置する前記フェライト構造体は、前記再配線
と前記ＵＢＭ層との接触箇所の全てを取り囲むリング形態を有するフェライト層により形
成されることを特徴とする半導体デバイス。
【請求項２】
　基板に形成される導電性パッドと、
　前記導電性パッドに電気的に連結されるターミネーションポイントと、
　前記ターミネーションポイントの周囲に形成されるフェライト構造体と、を含み、
　前記ターミネーションポイントは、前記導電性パッドに連結されるバンプ構造であり、
　前記バンプ構造と前記導電性パッドとの間に接触した状態で形成されるＵＢＭ層をさら
に含み、
　前記ターミネーションポイントの周囲に位置する前記フェライト構造体は、前記導電性
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パッドと前記ＵＢＭ層との接触箇所の全てを取り囲むリング形態を有するフェライト層に
より形成されることを特徴とする半導体デバイス。
【請求項３】
　前記バンプ構造は、金属または金属合金よりなる物質で形成されるボール構造であるこ
とを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の半導体デバイス。
【請求項４】
　前記フェライト構造体は、前記ＵＢＭ層に接着する接着層を含むことを特徴とする請求
項１又は２のいずれか１項に記載の半導体デバイス。
【請求項５】
　前記フェライト構造体は、酸化鉄と、少なくとも１つ以上の金属または金属合金とより
なる物質で形成されることを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の半導体デ
バイス。
【請求項６】
　前記フェライト構造体は、楕円形環、矩形環、または多角形環を含むことを特徴とする
請求項１又は２のいずれか１項に記載の半導体デバイス。
【請求項７】
　前記導電性パッドは、銅またはアルミニウムよりなる物質で形成され、前記ＵＢＭ層は
、チタニウム、タングステン、ニッケル、タンタル、クロム、または金よりなる物質で形
成され、
　前記フェライト構造体は、酸化鉄と、少なくとも１つ以上の金属または金属合金とより
なる物質で形成され、
　前記フェライト構造体は、該フェライト構造体と前記ＵＢＭ層との間に形成される接着
層を含むことを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の半導体デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスに関し、より詳細には、フェライト遮蔽構造を形成する半導
体デバイス及び関連パッケージ技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの計算及びデータ取扱回路は、シリコンウェーハに形成されるダイに形
成される。しかしながら、半導体デバイスそのものは、サイズが小さくて、壊れやすい。
ウェーハから切断された状態の半導体ダイは、回路的な面において機能的であると言って
も、サイズが小さいため、ホスト装置内において実質的に統合されることが難しくて、壊
れやすいので、内部回路と結合しないという短所がある。したがって、効果的な半導体パ
ッケージング技術が要求される。本明細書において、パッケージまたはパッケージングと
いう用語は、半導体ダイの物理的保護及び／または電気的連結をするいずれの物質や、工
程、方法または技術などを意味することを明らかにする。
【０００３】
　一般的に、マイクロ電子装置、メモリ装置などのような半導体デバイスは、半導体ダイ
をパッケージやハウジングに装入し、機械的衝撃及び外部環境の腐食作用から保護する。
半導体デバイスパッケージの形態は、多様であるが、その機能は、半導体ダイと外部回路
とを電気的に連結することを特徴とする。
【０００４】
　外部回路と電気的に連結するために、半導体デバイスパッケージは、複数のターミネー
ションポイントを提供する。ターミネーションポイントは、電気信号（例えば、電源、デ
ータ、制御、アドレスなど）を基板から外部ポイントへ、特に基板に形成された信号線や
回路を外部ポイントに伝達する構造を言う。ここで、外部ポイントは、基板の外部に形成
された電気伝導性構造、例えば、基板の外部の信号線または回路である。基板に形成され
た信号線または回路を外部ポイントに伝達する３次元の導電性構造は、実質的にターミネ
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ーションポイントの役割をする。例えば、ターミネーションポイントは、ピン、金属リー
ド及びいわゆるバンプ構造などを含む。従来技術に公知された通り、バンプは、はんだま
たは導電性金属／金属合金（例えば、金）でボール形態や突出構造で形成される。一般的
に、バンプは、半導体デバイスの接続手段であって、導電性物質で形成されるボール形状
である。しかし、ボール構造は、球状の導電性構造に限らない。
【０００５】
　また、前述の信号線は、広い意味において、電気信号を伝達する導電性構造を全て含む
。信号線には、例えば、従来のレイアウト及びパターニング技術で基板に形成される金属
トレース及びマイクロ－ストリップラインなどが挙げられ、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｕまたは類似
の導電性物質を含む合金などの導電性物質で形成される。
【０００６】
　いろいろな形態のターミネーションポイントを従来の多様な半導体デバイスパッケージ
ング及び製造技術に使用する。いわゆるフリップ－チップ、バンプボンディング及びマル
チレベル（または積層）パッケージング技術は、多様なターミネーションポイント構造を
用いてパッケージ内において半導体ダイを連結する。
【０００７】
　デバイス密度と信号周波数が増加するほど、半導体デバイスパッケージングに連関した
設計問題も深刻になり、製造工程も一層複雑になる。高周波信号、例えば、クロック、デ
ータ及び／または制御信号などは、電磁気転送特性を有している。電気信号が１ギガヘル
ツ以上の周波数で半導体デバイスに伝達される場合、多くの信号転送問題点が発生するよ
うになる。
【０００８】
　例えば、信号周波数が高くなるほど、それに連関した狭くなったデータスイッチングタ
イム期間は、電磁気障害またはノイズのような逆効果により更なる影響を受け、信号周波
数が半導体デバイスに伝達される時、電磁波障害（ＥＭＩ）が現れるようになる。注目す
べき現象は、信号線とターミネーションポイントが密接に結合されれば、電源信号に連結
した信号線及び／またはターミネーションポイントに高周波信号をクロス結合させること
ができる。ここで、電源信号は、一般的に、半導体デバイス内の回路に電源を供給するＤ
Ｃ電圧信号、例えば、接地信号、ＶＤＤ、ＶＳＳ、ＶＣＣなどである。電源信号は、比較
的低周波信号よりなる。電源信号に連結した信号線またはターミネーションポイントと結
合されれば、高周波信号は、半導体デバイスを介してノイズとして伝達される。
【０００９】
　このような問題点を解決するために、いろいろな試みが行われてきた。それらのうち１
つは、信号線とターミネーションポイントを半導体デバイス内に形成し、高周波信号（ノ
イズ）カップリング現象を最小化することである。しかし、半導体デバイス密度が増加す
るほど、レイアウトが一層複雑になり、電源信号に連結した信号線及びターミネーション
ポイントと、高周波信号に連結した信号線及びターミネーションポイントとの間を、適当
に離隔させ得るように十分に半導体デバイスに表面領域を確保することが難しいという短
所がある。
【００１０】
　一方、差動信号線を用いて電源信号を伝達する方法が研究された。従来技術に公知され
た通り、差動信号線を使用すれば、電源信号に連結した信号線に現れる高周波ノイズを相
殺させることができる。しかし、差動信号線を使用すれば、電源信号線と関連接続ピンの
数を二倍に増加させ、ピン数が増加するほど、半導体装置の表面領域が不足するようにな
り、差動信号線の使用による設計費用が増加するようになる。
また、電磁気障害物を形成することによって、信号線または接続ポイントに現れる高周波
ノイズ要素を防止または除去する方法が考案された。電磁気障害物は、半導体デバイスを
含むシステム内にパッケージレベルまたは上位（例えば、ボードレベル）レベルで形成さ
れる。例えば、多様なシステム－イン－パッケージ（System-In-Package;ＳＩＰ）及びマ
ルチスタックパッケージ（Multi-Stack Package;ＭＳＰ）に電磁気障害物が組み込まれて
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いる。一般的に、電磁気障害物としてデカップリングキャパシタが使われるが、このよう
な電磁気障害物は、サイズが大きいため、半導体装置に統合されにくいという問題点があ
る。
【００１１】
　特許文献１及び特許文献２には、ボードレベル電磁気障害物が開示されている。特許文
献１によれば、集積回路スペーサに電子（フェライト）ビーズを供給し、半導体パッケー
ジの（外部）リードと印刷回路基板（ＰＣＢ）間の連結を容易に行うことができる。特許
文献２にによれば、フェライトビーズをビアを介して印刷回路基板の周囲に配置する。
【００１２】
　従来、ノイズを緩和させる高ロス（ｌｏｓｓ）の電磁物質を用いて、信号を伝達する電
気通路において高周波ノイズ要素を低減させたり、又は、除去した。有線産業分野におい
ては、ＥＭＩから転送線を保護する問題を数年間研究してきた。特許文献３には、Ｍ－Ｘ
－Ｙ電磁成分で形成される高ロスの電子物質が開示されている。ここで、Ｍは、鉄（Ｆｅ
）、コバルト（Ｃｏ）及び／またはニッケル（Ｎｉ）よりなる金属電磁物質であり、Ｘは
、ＭとＹ以外の１つ以上の物質であり、Ｙは、フッ素（Ｆ）、窒素（Ｎ）及び／または酸
素（Ｏ）である。この物質で信号転送ケーブルを被覆し、電源信号を高周波信号の近傍に
效果的に伝達することができる。
【００１３】
　特許文献４によると、デトネーションケーブル(detonation cable)内にフェライトが含
まれたポリマーとフェライトビーズを使用することによって、電磁波を防止するだけでな
く、ケーブルの伝導部と結合して高周波ノイズを低減させることができる。
【００１４】
　同様に、特許文献５によると、同様にケーブルの信号伝導部にグラファイト物質を被覆
することによって、エアバッグシステムの作動ケーブルを保護することができる。
【特許文献１】特開平０１－２０６６８８号公報
【特許文献２】特開平０３－０１４２８４号公報
【特許文献３】米国特許第６５３４７０８号明細書
【特許文献４】米国特許第６４９２５８８号明細書
【特許文献５】米国特許第６６８６５４３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、ＥＭＩを低減させるための従来の被覆方法及びボードレベル解決策は、
サイズ面や技術面において制約があるため、パッケージレベルで適用せず、且つＥＭＩを
さらに抑制させるのに限界がある。したがって、半導体デバイスの信号線やピン数を増加
させることなく、半導体デバイスの信号線とターミネーションポイントのレイアウトに影
響を与えないまま、ウェーハレベルでの電磁波障害問題を根本的に解決できる技術が必要
とされる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記目的を達成するために、本発明は、電源信号に連結した信号線またはターミネーシ
ョンポイントに関連した電磁波を效果的に防止できる半導体パッケージを提供する。より
詳細には、半導体デバイス製造工程のウェーハレベルで電磁波を防止できる半導体パッケ
ージを提供する。一般的に、ウェーハレベルは、ウェーハを個別半導体ダイに切断する前
に使われる工程又は製造技術を意味する。すなわち、本発明は、半導体デバイス外部の別
途の付加物や、パッケージ対パッケージ連結または印刷回路基板レベルでの解決方法とい
うより、半導体デバイス自体の設計及びウェーハレベル製造に関するものである。
【００１７】
　本発明の実施例において、半導体デバイスは、基板に形成される導電性パッドと、導電
性パッドに電気的に連結されるターミネーションポイントと、導電性パッドとターミネー
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ションポイントとの間に形成されるフェライト構造と、を含む。
【００１８】
　本発明の実施例において、半導体デバイスは、基板に形成される導電性パッドと、導電
性パッドに電気的に連結されるターミネーションポイントと、導電性パッドとターミネー
ションポイントとを連結する信号線と、導電性パッドとターミネーションポイントとの間
に形成されるフェライト構造と、を含む。
【００１９】
　本発明の実施例において、ボール構造は、ターミネーションポイントの一部として使わ
れる。
【００２０】
　本発明の実施例において、半導体デバイスの製造方法は、基板に導電性パッドを形成す
る段階と、基板にターミネーションポイントを形成する段階と、導電性パッドとターミネ
ーションポイントとの間にフェライト構造を形成する段階と、を含む。
【００２１】
　本発明の実施例において、半導体デバイスの製造方法は、基板に導電性パッドを形成す
る段階と、基板上に、導電性パッドの少なくとも一部を露出させる第１絶縁層を形成する
段階と、第１絶縁層上に、導電性パッドの露出された部分に電気的に連結される信号線を
形成する段階と、信号線上に第２絶縁層を形成する段階と、第２絶縁層に、信号線の一部
を露出させる接続孔を形成する段階と、第２絶縁層上にフェライト構造を形成しパターニ
ングして、接続孔の近傍にフェライト構造を形成する段階と、フェライト構造がターミネ
ーションポイントと信号線の露出された部分との間に位置するように、信号線の露出され
た部分に電気的に連結される接続孔にターミネーションポイントを形成する段階と、を含
む。
【００２２】
　本発明の実施例において、半導体デバイスの製造方法は、基板に絶縁層を形成する段階
と、絶縁層上に第１フェライト物質層を形成する段階と、第１フォトレジストパターンを
形成してパターニングし、第１フェライト物質層の第１部分を露出させる第１開口部を形
成する段階と、第１フェライト物質層の第１開口部に信号線を形成する段階と、第１フォ
トレジストパターンをパターニングして、信号線の周囲に第１開口部よりも大きい第２開
口部を形成し、第１フェライト物質層の第２部分を露出させる段階と、第１フェライト層
の露出された第２部分と第２フェライト層が信号線を取り囲むように、第２開口部に第２
フェライト物質層を形成する段階と、第２フェライト物質層上に第２フォトレジストパタ
ーンを形成する段階と、第２フォトレジストをマスクとして用いて、信号線を取り囲む第
１フェライト層の露出された第２部分と第２フェライト層を含むフェライト構造を形成す
る段階と、を含む。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、半導体パッケージのターミネーションポイントに、フェライト物質よりなる
フェライト遮蔽構造を形成することによって、電磁波障害によるノイズ問題を解決する。
フェライト遮蔽構造は、ターミネーションポイントの端部を連続的に取り囲むリング形態
を有するか、又は、導電性パッドに連結された再配線を連続的に取り囲む円筒形態を有す
る。したがって、このような構造は、半導体パッケージのサイズに影響を及ぼさないため
、パッケージの小型化傾向に適合した方案である。また、パッケージのターミネーション
ポイントに直接フェライト遮蔽構造を形成することによって、根本的に電磁波障害問題を
改善させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。下記の実施例は、本
発明の属する技術分野における当業者が本発明を充分に実施できるように例示されたもの
であって、本発明の範囲を制限するものではない。本発明の実施例を説明するにあたって
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、構造や製造工程の一部については、その説明を省略したり、図面の図示を省略する。こ
れは、本発明の特徴的構成をより明確に示すためである。同様の理由で、図面に図示され
た構成要素の一部は、誇張して表現したり、又は概略的に表現した。なお、各構成要素の
サイズが実際のサイズを反映するものではない。図面の全般において、同一又は同様の構
成要素には、同一の参照符号を付けた。
【００２５】
　本発明は、半導体デバイスの基板を通過する電源信号を伝達する信号線に関するもので
ある。また、本発明は、半導体デバイスに電源信号を伝達するターミネーションポイント
に関するものである。それらについての詳細な説明は後述する。
【００２６】
　本発明は、フェライト構造を用いて電源信号を伝達する信号線またはターミネーション
ポイントの高周波ノイズを低減させたり、又は除去する。ここで、フェライト構造は、酸
化鉄と、少なくとも１つ以上の金属、例えばニッケル（Ｎｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、マンガン
（Ｍｎ）、コバルト（Ｃｏ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、バリウム
（Ｂａ）、銅（Ｃｕ）、鉄（Ｆｅ）及び／または金属合金とよりなる物質で形成される。
形成されるフェライト構造は、近傍の高周波電気信号に対して磁気反応を示す。
【００２７】
　半導体デバイスに形成されたフェライト構造は、バンプ構造、例えば、ボール構造のタ
ーミネーションポイントと関連して説明する。従来技術に公知された通り、バンプは、は
んだや金（Ａｕ）のような導電性金属で形成される。ターミネーションポイントは、本発
明に係るフェライト構造に適合するように変形が可能である。
【００２８】
　本発明の実施例を説明するに先立って、従来のターミネーションポイントの形態と構造
について説明する。図１は、従来技術によりバンプを用いて形成されるターミネーション
ポイントを示す断面図である。バンプは、はんだまたは金で形成されるボール構造でＵＢ
Ｍ層上に安着されている。ＵＢＭ層は、アルミニウムで形成される電気伝導性パッドと接
続する。導電性パッドは、基板の表面において絶縁層（ＩＬＤ）内に形成される。基板は
、一般的にシリコンウェーハで形成されるが、半導体または非半導体物質なども使うこと
ができる。ここで、「安着」という単語は、バンプと下部導電性要素（ＵＢＭ層）が固定
された位置で連結され、安定的に電気的に接続されることを意味する。
【００２９】
　ターミネーションポイントの形成に際して、ＵＢＭ層を選択的に使用することができる
ことは、当業者にとって自明である。しかし、ボール構造を下部導電性パッド（またはＩ
ＬＤ層に露出された導電性信号線）に直接形成することはできるが、ＵＢＭ層を使用しな
い場合には、非常に難しい方法である。すなわち、ＵＢＭ層は、チタニウム（Ｔｉ）、タ
ングステン（Ｗ）、ニッケル（Ｎｉ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、金（Ａｕ）
などよりなる物質またはこれらの合金で選択的に形成される。ＵＢＭ層は、シード層の役
割をすることによって、ボール構造の形成を容易にする。
【００３０】
　ＵＢＭ層は、Ｔｉ、ＴｉＮ、Ｃｒまたはこれらの合金で形成される第１層と、Ｃｕ、Ａ
ｕ、Ｎｉ、ＴｉＮまたはこれらの合金で形成される第２層とで構成される。第１層は、導
電性パッドまたは信号線に接触し、第２層は、第１層上に形成され、ボール構造を収容す
る。したがって、ＵＢＭ層は、異種物質要素間の電気的連結を效果的に行う。
【００３１】
　ＵＢＭ層は、金属、金属合金及び／または導電性物質よりなる構造であって、バンプ、
例えば、ボール構造と他の構造物、例えば、導電性パッドまたは信号線間の接着、接続及
び／または電気的連結の役割をする。
【００３２】
　本発明に係る一実施例が図２に示されている。図２は、電源信号を伝達する信号線また
はターミネーションポイントの高周波ノイズ問題をウェーハレベルで解決できる構造的方
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案の一例を示す。ターミネーションポイント１００は、基板１１０に形成される導電性パ
ッド１１４を有する。図示してはいないが、導電性パッド１１４は、基板１１０に形成さ
れる信号線、導電性ビア及び／または導電性領域などに連結される。導電性パッド１１４
の形成後、基板１１０上に非活性層１１２を形成し、導電性パッド１１４を露出させるよ
うにパターニングする。非活性層１１２上に第１絶縁層１１８を形成し、導電性パッド１
１４を露出させるようにパターニングする。ここで、形成及びパターニング工程が２つ以
上の別の工程を意味するものではなく、当該物質層を形成し、いろいろな形態でパターニ
ングするにあたって、従来の技術及び工程が使われることができることは当業者にとって
自明である。
【００３３】
　図２に示されるように、導電性パッド１１４に再配線１２０が連結される。導電性パッ
ド１１４は、基板に横方向に形成される信号線及び／または基板に縦方向に形成される導
電性ビアに連結される。一般的に、再配線１２０は、基板１１０において互いに離れて位
置する導電性パッドとターミネーションポイントとを連結する。ボール構造は、大きいた
め、導電性パッドに比べて互いに一層遠く離れて位置しなければならない。したがって、
再配線１２０は、本発明に係る信号線としての役割をする。
【００３４】
　再配線１２０は、上方に位置する第２絶縁層１２２により露出され、ＵＢＭ層１２４に
連結される。ＵＢＭ層１２４にボール構造１２６、例えば、はんだボールが安着される。
従来のターミネーションポイント構造とは異なって、本発明の特徴と言えるフェライト構
造１３０がボール構造１２６と導電性パッド１１４との間に形成される。ここで、ボール
構造と導電性パッドとの間は、フェライト構造の位置関係を示すものであり、導電性パッ
ド１１４からボール構造１２６を介して外部回路に伝達される信号は、フェライト構造１
３０を通過しなければならない。このような関係は、ボール構造１２６から導電性パッド
１１４に通る信号も同様である。
【００３５】
　フェライト構造１３０は、ＵＢＭ層１２４に接触しているボール構造１２６の下部を取
り囲む環状で形成される。環状フェライト構造１３０は、色々な形態で形成されることが
できる。図３に、楕円形１３０ａ、矩形１３０ｂ、八角形１３０ｃのフェライト構造が示
されている。図示されたフェライト構造の中央円形は、ボール構造１２６の形態、ＵＢＭ
層１２４の形態及び／または再配線１２０を露出させる第２絶縁層１２２の接続孔１１７
（図５Ａ乃至図５Ｆ参照）の形態などを考慮して形成される。または、フェライト構造の
中央を矩形で形成することができる。仮に、フェライト構造が電源信号の電気伝導性経路
に適合するものなら、ターミネーションポイントの形態が何でも構わない。
【００３６】
　本発明に係るフェライト構造１３０は、近傍を通過する高周波信号を緩和させる役割を
する。すなわち、フェライト構造１３０の形成物質は、近傍を通過する電気信号に対して
磁気反応をする。通過する高周波信号に対する反応として、フェライト構造１３０から発
生する電磁気場は、高周波信号の相変化に抵抗して信号の振幅（強度）を減少させる。従
って、本発明に係るフェライト構造１３０は、その通過する電気信号に近接するように設
置することが好ましい。フェライト構造１３０のサイズ、形態、位置などの設計問題は、
ターミネーションポイントの設計及び／または連結信号線用レイアウト領域のような半導
体デバイスの全体的な設計に応じて決定される。
【００３７】
　図４は、本発明に係るターミネーションポイント２００の他の例を示す。図２に示され
た実施例とは異なって、ボール構造１２６が導電性パッド１１４に直接形成されている。
ＵＢＭ層１２４は、ボール構造１２６と導電性パッド１１４の電気的連結を向上させる。
フェライト構造２３０は、前述した実施例と同様に、ボール構造１２６と導電性パッド１
１４との間に配置される。
【００３８】
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　図５Ａ乃至図５Ｆは、半導体デバイスにターミネーションポイントとフェライト構造を
形成する工程を示す断面図である。図５Ａを参照すれば、従来の電気メッキまたはスパッ
タリング方法を用いて基板１１０上に導電性パッド１１４を形成する。導電性パッド１１
４上に、従来工程により酸化層で形成される非活性層１１２を形成し、導電性パッド１１
４を露出させる。図示してはいないが、導電性パッド１１４は、基板１１０に横方向に形
成される信号線、基板１１０に縦方向に形成される導電性ビア及び／または導電性パッド
１１４下に位置する導電性領域に多様に連結する。ここで、導電性パッドは、広い意味に
おいて、ウェーハレベル半導体デバイス上に形成され且つ電気信号が存在する導電性ポイ
ントを含む。
【００３９】
　非活性層１１２上に、１つ以上の絶縁層物質、例えば、ＳｉＮで形成される第１絶縁層
１１８が形成される。第１絶縁層１１８を介して導電性パッド１１４の少なくとも一部が
露出される。第１絶縁層１１８上に、導電性パッド１１４の露出された部分に連結される
再配線１２０（本発明の実施例において信号線とも言う）が形成される。再配線１２０は
、従来のフォトリソグラフィ及びエッチング工程により金属または金属合金で形成され、
パターニングされる。そして、再配線１２０上に第２絶縁層１２２が形成される。第２絶
縁層１２２は、再配線１２０の一部を露出させる接続孔１１７を有する。第２絶縁層１２
２は、スピンコート法で再配線１２０の上面に形成され、従来のフォトリソグラフィ及び
エッチング工程により選択的にパターニングされる。接続孔１１７は、ターミネーション
ポイントを形成できる程度に十分に信号線や導電性パッドを露出させることができるもの
なら、どんな形態でも可能である。
【００４０】
　図５Ｂを参照すれば、第２絶縁層１２２上に、接続孔１１７の近傍まで覆うフェライト
層１３２が形成される。フェライト層１３２は、酸化鉄と、少なくとも１つ以上の金属、
例えば、ニッケル、亜鉛、マンガン、コバルト、マグネシウム、アルミニウム、バリウム
、銅、鉄及び／またはこれらの合金とよりなる物質で形成される。フェライト層１３２は
、１つの同じ物質層で所定の厚さで形成されるか、又は、異なる物質よりなる多層で形成
されることができ、隣接した要素との機械的接着及び電気的連結を向上させる。フェライ
ト層１３２は、１つの工程により所定の厚さで形成されるか、一連の工程により厚さを増
加させて形成されることができる。例えば、フェライト層１３２の厚さは、約１０００μ
ｍ～１μｍである。
【００４１】
　フェライト層１３２の形成後、従来技術を用いてフォトレジスト層を形成しパターニン
グして、フォトレジストパターン１４０を形成する。フォトレジストパターン１４０は、
フェライト層から形成されるべきフェライト構造の形態を限定する。図５Ｃを参照すれば
、フォトレジストパターン１４０を用いてフェライト層１３２を選択的に除去し、フェラ
イト構造を完成する。
【００４２】
　図５Ｄを参照すれば、フェライト構造１３０の形成後、フォトレジストパターン１４０
が除去される。それから、フェライト構造１３０の上部面に接着層１３３が形成される。
接着層１３３は、他のターミネーションポイント要素、例えばＵＢＭ層やボール構造との
物理的接着及び／または電気的連結を向上させる。接着層１３３は、従来技術に係るフォ
トリソグラフィ及びエッチング工程により形成される。接着層１３３は、Ｔｉ、Ｔａ、Ｃ
ｒの少なくとも１つ以上よりなる物質で形成される。接着層１３３の形成後、フェライト
構造１３０にＵＢＭ層及びボール構造が形成される。したがって、接着層１３３は、フェ
ライト構造１３０の一部をなす要素中の１つである。
【００４３】
　図５Ｅは、ターミネーションポイントの形成方法の他の例を示す。図５Ａと同じ部分も
あるが、例えば、接続孔１１７が形成されれば、フォトレジストパターン１４２が形成さ
れ、接続孔１１７の近傍に１つ以上のフェライト形成領域１３５を選択的に露出させる。



(9) JP 5138181 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

１つ以上のフェライト形成領域１３５にフェライト物質を充填した後、電気メッキ工程に
よりフェライト構造１３０を形成する。
【００４４】
　接着層１３３は、選択的にフェライト構造１３０の一部として含まれることができる。
【００４５】
　図５Ｆを参照すれば、シード層１３６が形成される。シード層１３６は、Ｔｉ及びＴｉ
を含む合金で形成される第１（下部）シード層と、Ｃｕ、Ｎｉまたはこれらの合金で形成
される第２（上部）シード層とを含む。第２絶縁層１２２上にシード層１３６を形成した
後、フォトレジスト層１４２が形成されパターニングされる。フェライト形成領域１３５
においてシード層１３６がフォトレジストパターン１４２に選択的に露出された状態で、
実質的にフェライト構造１３０を形成するフェライト物質がシード層１３６の露出された
部分に蒸着、例えば、電気メッキされる。フェライト構造１３０の形成後、フェライト構
造１３０に含まれないフォトレジストパターン１４２とシード層１３６の一部が除去され
る。
【００４６】
　図４に示されるように、導電性パッド１１４がボール構造１２６の真下に形成されるタ
ーミネーションポイント構造を構成することができる。このような環境で、非活性層１１
２と第１絶縁層１１８により露出された導電性パッド１１４上にＵＢＭ層１２４が形成さ
れる。図５Ａ乃至図５Ｆと関連して説明した方法により、第１絶縁層１１８上にフェライ
ト構造２３０を形成した後、ＵＢＭ層１２４を形成する。したがって、ボール構造１２６
がＵＢＭ層１２４上に安着される。
【００４７】
　フェライト構造１３０上にＵＢＭ層１２４が形成される代わり、ＵＢＭ層１２４上にフ
ェライト構造１３０、２３０が形成されてもよい。すなわち、非活性層１１２と第１絶縁
層１１８を介して導電性パッド１１４を露出させる接続孔１１７を形成した後、導電性パ
ッド１１４に電気的に連結される第１絶縁層１１８上に、ＵＢＭ層１２４を形成する。そ
れから、前述した方法（図５Ａ乃至図５Ｆに示された方法）により、ＵＢＭ層１２４上に
フェライト構造１３０、２３０を形成する。接着層１３３は、選択的に形成することがで
きる。すなわち、接着層１３３は、フェライト構造１３0、２３０とＵＢＭ層１２４との
間及び／またはフェライト構造１３０、２３０とボール構造１２６との間に形成される。
【００４８】
　図６及び図７は、本発明のさらに他の実施例を示す。しかし、本実施例では、ターミネ
ーションポイントよりは信号線と関連したフェライト構造に重点をおく。前述した実施例
において、フェライト構造は、ターミネーションポイント、例えば、ボール構造１２６の
端部と導電性パッドとの間に形成される。フェライト構造は、ターミネーションポイント
、例えば、接続孔内に安着されたボール構造の下部を取り囲む端部に近接するように位置
する。最上層は、製造工程で容易に得ることができるので、フェライト構造を形成する後
続工程を最小化できるため、導電性パッドまたは信号線を連結するボール構造を直接支持
する最上層にフェライト構造を形成することが好ましい。
【００４９】
　図６及び図７を参照すれば、フェライト構造をターミネーションポイントの端部に近接
した領域から導電性パッドに近い位置に移動させた。本実施例において、環状フェライト
構造４３０は、ボール構造１２６と導電性パッド１１４とを連結する再配線１２０の周囲
に形成される。このような配列は、図６に示されている。ここで、環状は、再配線１２０
を取り囲む形状を言う。環状フェライト構造４３０の実際の外部形態は、楕円形とは大い
に異なる。環状フェライト構造４３０は、断面形態の信号線を取り囲むが、フェライト物
質の十分な量を信号線の近くまでに導くことができるように、規則的なまたは不規則な外
部形態を有する。
【００５０】
　図７は、再配線１２０の周囲に形成されるフェライト構造４３０の形態及び位置を示す
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断面図である。再配線１２０とフェライト構造４３０は、第１絶縁層１１８と第２絶縁層
１２２との間に介在される。本実施例のフェライト構造は、ボール構造１２６と導電性パ
ッド１１４との間の信号線に連結された信号に対する効果面において前述した実施例のも
の（１３０、２３０）と類似している。すなわち、本実施例に係るフェライト構造４３０
は、信号線により伝達された高周波信号を緩和させる。
【００５１】
　このような効果は、ボール構造の安着位置から離隔配置されたフェライト構造の位置か
ら起因する。他の実施例では、このような効果を信号線に沿って所定の間隔で形成される
多重フェライト構造から得ることができる。図２乃至図４に示されたフェライト構造と図
６及び図７に示されたフェライト構造とを組み合わせて形成することができる。
【００５２】
　図８Ａ乃至図８Ｅは、図６及び図７に示されたフェライト構造を形成する方法を示す断
面図である。図８Ａを参照すれば、基板１１０上に第１絶縁層１１２が形成され、第１絶
縁層１１２上に第２絶縁層１１８が形成される。そして、スパッタリング工程により第２
絶縁層１１８上に第１フェライト物質層４３２を形成する。
【００５３】
　図８Ｂを参照すれば、第１フェライト物質層４３２上にフォトレジスト層を形成しパタ
ーニングして、第１開口部を有する第１フォトレジストパターン４４０を形成する。第１
開口部を介して第１フェライト物質層４３２の第１部分が露出される。第１開口部は、再
配線１２０の形態に応じて形成される。第１再配線１２０の第１幅は、図８Ｂ乃至図８Ｅ
に示されているが、再配線１２０が基板１１０の長さに応じて形成されるという事実は当
業者にとって自明である。したがって、電気メッキ工程により第１フェライト物質層４３
２の露出された部分上において第１フォトレジストパターン４４０内に再配線１２０を形
成する。
【００５４】
　図８Ｃを参照すれば、第１フォトレジストパターン４４０をパターニングして、第１フ
ェライト物質層４３２の露出された第１部分よりも大きい、第１フェライト物質層４３２
の第２部分を露出する第２開口部を形成する。第２開口部は、以降に形成されるフェライ
ト構造の第２幅によって限定される。または、第１フォトレジスト層４４０を除去し、他
のフォトレジスト層を形成することによって、第２開口部を形成することができる。しか
し、第１フォトレジスト層４４０を再パターニングすることと同一である。
【００５５】
　図８Ｄを参照すれば、第２開口部内に、第１フェライト物質層４３２の露出された第２
部分と再配線１２０を覆う第２フェライト物質層４３４を形成する。このような方式で、
環状フェライト構造４３０が再配線１２０の周囲に完成される。
【００５６】
　図８Ｅを参照すれば、第１フォトレジストパターン４４０が除去され、少なくとも１つ
以上の第２フォトレジストパターン４４２が形成され、第１及び第２フェライト物質層４
３２、４３４を選択的に除去するのに使われ、所定の長さを有するフェライト構造を完成
する。そして、図６及び図７に示されるように、フェライト構造４３０上に第２絶縁層１
２２を形成する。したがって、ターミネーションポイント要素が形成される。
【００５７】
　本明細書と図面には、本発明に係る好適な実施例を開示しており、特定の用語が使われ
たが、これは、ただ本発明の技術内容を容易に説明し、且つ発明の理解を助けるための一
般的な意味として使われたものであって、本発明の範囲を限定しようとするのではない。
ここに開示された実施例他以外にも、本発明の技術的思想に基づく他の変形例が実施可能
であるということは、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって自
明である。例えば、本発明の実施例においては、ウェーハレベルターミネーションポイン
トの一例としてボール構造を示しているが、いろいろな他の構造を使用して類似の機能（
導電性）を行うことができる。物質層及び構成要素を形成するのに使われる特定の製造工
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【００５８】
　実施例を説明するにあたって、構造や製造工程の一部については、その説明を省略した
り、図面の図示を省略する。これは、本発明の特徴的構成をより明確に示すためである。
同様の理由で、図面に図示された構成要素の一部は、誇張して表現したり、又は概略的に
表現した。なお、各構成要素のサイズが実際のサイズを反映するものではない。水平、垂
直、上部、下部、横断、通過などのような用語は、相対的で且つ叙述的な用語であって、
強制的、又は文字的な解析を要求せず、本発明の実施例に係る構成要素間の関係を示すも
のではない。上部という用語は、層間及び／または要素間の関係だけでなく、他の層また
は他の要素上に直接形成される関係を表すのに使われた。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】従来技術に係るボール構造のターミネーションポイントを示す断面図である。
【図２】本発明の一実施例に係るフェライト構造を有するデバイスを示す断面図である。
【図３】図２に示されたデバイスのフェライト構造のいろいろな例を示す平面図である。
【図４】本発明の他の実施例に係るフェライト構造を有するデバイスを示す断面図である
。
【図５Ａ】本発明の多様な実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図５Ｂ】本発明の多様な実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図５Ｃ】本発明の多様な実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図５Ｄ】本発明の多様な実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図５Ｅ】本発明の多様な実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図５Ｆ】本発明の多様な実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図６】本発明のさらに他の実施例に係るフェライト構造を有するデバイスを示す断面図
である。
【図７】本発明のさらに他の実施例に係るフェライト構造を有するデバイスを示す断面図
である。
【図８Ａ】本発明のさらに他の実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図８Ｂ】本発明のさらに他の実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図８Ｃ】本発明のさらに他の実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図８Ｄ】本発明のさらに他の実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【図８Ｅ】本発明のさらに他の実施例に係る製造方法を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１００、２００、３００、４００、５００　半導体パッケージ
　１１０　集積回路チップ
　１１２　活性面
　１１４　入出力パッド
　１１６　非活性層
　１１８　第１絶縁層
　１２０　再配線
　１２２　第２絶縁層
　１２４　ＵＢＭ層
　１２６　外部接続端子
　１３０、１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、２３０、３３０　フェライト遮蔽リング
　１３２、４３２、４３４、４３６、４３８　フェライト層
　１４０、１４２、４４０、４４２、４４４　フォトレジストパターン
　４３０、５３０　フェライト遮蔽円筒
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